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บทคัดยอ 

  
 ในการศึกษานี้ไดศึกษาผลของสารเจือตาง ๆ ท่ีมีผลตอโครงสรางและสมบัติของวาริสเตอรท่ีมี 
ทินออกไซดเปนหลัก  โครงสรางทางจุลภาคของตัวอยางทินออกไซดท่ีเจือดวยสารตาง ๆ ท่ีมีการเผา 
ซินเตอรท่ีอุณหภุมิตาง ๆ ภายใตการสังเกตดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดพบวา 
ขนาดเกรนเฉล่ียเพิ่มข้ึน แตไมมากนักเม่ือเปล่ียนอุณหภูมิในการซินเตอรจาก  800 องศาเซลเซียสเปน  

850  องศาเซลเซียส เม่ือทําการเปรียบเทียบในแตละตัวอยางแลวพบวาตัวอยางท่ีมีสารเจือเปนบิสมัส 
ออกไซดในปริมาณมากจะมีขนาดเกรนใหญกวาตัวอยางอ่ืน ๆ จึงคาดการณไดวาบิสมัสออกไซดนาจะ 
เปนตัวท่ีทําใหเกิดการหลอมรวมของเกรนแตละเกรนไดดีในขณะทําการซินเตอร  จึงทําใหเกิดเกรน 
ขนาดใหญกวาตัวอยางอ่ืน 
 การวิเคราะหดวยเคร่ืองวิเคราะหการเล้ียวเบนรังสีเอกซพบวาตัวอยางท่ีอยูในรูปของผง และ 
ตัวอยางท่ีผานการซินเตอรเปนเซรามิกแลว  มีกราฟท่ีไดจากการวิเคราะหเหมือนกัน   นั่นคือเปนกราฟ 
ในลักษณะเดียวกับกราฟของทินออกไซด  แสดงวาสารท่ีเจือเขาไปไมกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
โครงสรางภายใน  เนื่องจากอาจจะมีปริมาณในการเจือนอยกวาทินออกไซดซ่ึงใชเปนสารต้ังตน 
เปนอัตราสวนท่ีสูงมาก  และเม่ือทําการซินเตอรแลวสารเจือแตละตัวก็ไมเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน  
กราฟท่ีไดจึงยังคงลักษณะเดิม 
 การวิเคราะหหาลักษณะเฉพาะของกระแสและความตางศักยของตัวอยางพบวาตัวอยางมีคาสัม
ประสิทธ์ิไมเปนเชิงเสนสูงสุดท่ี α = 17.57 ของตัวอยางท่ีมีองคประกอบ (โมลเปอรเซนต)   98.2 

SnO2 + 0.5 Bi2O5 + 1.0 MnO2 + 0.05 Nb2O5 + 0.25 B2O3  และทําการเผาซินเตอรท่ี 800 

องศาเซลเซียส  และเม่ือทําการเปรียบเทียบกับตัวอยางอ่ืนพบวา ตัวอยางท่ีทําการเจือดวยบิสมัส 



 จ 

ออกไซดในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนทําใหตัวอยางมีพฤติกรรมของวาริสเตอรตางจากตัวอยางอ่ืนท่ีมีสมบัติเปน 
เชิงเสน 
 การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของวาริสเตอรพบวาความหนาแนนของเซรามิกวาริสเตอร 
ชนิดทินออกไซด มีคาเพิ่มข้ึนเม่ือ เติมบิสมัสออกไซดลงไปในปริมาณท่ีมากข้ึน  ซ่ึงคาความหนาแนน 
สัมพัทธของเซรามิกวาริสเตอรชนิดทินออกไซดตํ่าสุดและสูงสุดคือ 47.01 และ 61.06 % 
และคาการหดตัวของเซรามิกวาริสเตอรชนิดทินออกไซดตํ่าสุด และสูงสุดคือ 0.13 และ 7.29 % 
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Abstract 
 
 In this study, the effect of doping on microstructure and properties of  SnO2 based 

varistors were examined. The microstructure of the varistor was studied by electron 

microscopy. The average grain size was found to increase slightly when the sintering 

temperature was changed from 800 °C to 850 °C. In addition, the specimens with higher 

amount of  Bi2O3 had lager average grain size as expected. 

 X-Ray diffraction patterns of both powder and ceramic samples with various 

amount of additives looked the same and are similar to that of the SnO2.  

Investigations of the the current-voltage (I-V) characteristics of all specimens 

revealed that the highest non linear coefficient obtaind was 17.57 of 98.2 SnO2 + 0.5 

Bi2O5 + 1.0 MnO2 + 0.05 Nb2O5 + 0.25 B2O3  (mol%) sintered at 800 °C. 

 The maximum and minimum density of the fabricated were found to be 47.01 and 

61.06 % respectively while the minimum and maximum shrinkage were 0.13 and 7.29 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


